ESKISEHIR TEKNiK UNIiVERSITESI
HAVACILIK VE UZAY BIiLIMLERI FAKULTESI

HEE/UGMB BOLUMLERI
Dersin Adx : HEE327 Temel Elektronik II
Laboratuar Adi . Elektronik Laboratuari

Deney Tiiru : Gozlem ve Uygulama

Uygulama Adi : JFET Ongerilimlendirme

Uygulama Siiresi - 2 ders saati/grup
Baslangi¢ Tarihi 220
Bitis Tarihi s .. 20. .

DENEY iLE iLGiLi TEMEL BIiLGILER

Teorik On Bilgi*

Deney Seti/Malzeme Listesi
Gerilim kaynagi 0-30Vdc, 25mA
Multimetre

R1 220K Q

R2 10K Q

R3 47K Q

R4 15K Q

RS 1IKQ

2N5459 silikon N-kanalli JFET veya eslenigi
Breadboard

Kaynaklar
Practical Electricity&Electronics, Lab-Volt

DENEYDE DIKKAT EDIiLMESI GEREKEN HUSUSLAR:

Yapilacak deneyler ve tarihleri, dersi veren Ogretim elemani tarafindan duyurulur.
Deney konular1 ve tarihleri laboratuar girisine asilacak deney cizelgesinden takip
edilebilir.

Deneye gelmeden once yapilacak deneyle ilgili dokiimanlara galisarak deneye gelinir.

* Konuya iliskin detayli bilgiler ders esnasinda verilecektir. Ogrenciler deney foyiinde yer alan ve ders sirasinda
verilen bilgilerden sorumludur.




Deney sirasinda elektrik carpmasina karsi tiim énlemlerin alindigindan emin olunmasi
gerekir.

Devre montaj1 yaparken gii¢c kaynaginin kapali oldugundan emin olunur.

Devreye enerji vermeden once yapilan baglantilarin dogrulugu kontrol edilir.

Tim baglantilarin dogrulugundan emin olduktan sonra ilgili arastirma gorevlisi
gbozetiminde devreye besleme gerilimi verilir. Eger devre beklendigi gibi ¢calismiyorsa
hemen besleme gerilimi kapatilarak devre kontrol edilir.

Devre iizerinde degisiklik yaparken (eleman ekleme/gikarma, baglanti degistirme)
gerilim kaynaginin kapali oldugundan emin olunur.

Diger gruplar1 rahatsiz etmemek ve daha olumlu bir ¢alisma ortami saglamak icin
laboratuarda miimkiin oldugu kadar sessiz ¢alisilir.

Laboratuarlarda hig bir sey yenilmez ve i¢ilmez.

Igili 6gretim elemanindan habersiz islem yapilmaz.

DENEY iCiN ON GEREKLILIKLER:

JFET transistorlerin yapist bilinmelidir.
JFET transistorlerin ¢aligma prensipleri ve galisma kosullar bilinmelidir.
JFET DC galisma noktasi gerilim ve akimlarinin hesaplanmasi bilinmelidir.

UYGULAMANIN AMACI:
Deney sonunda 6grenci;

41. JFET transistorlerin  yapisim1 incelemis olacak, isleyis prensiplerini
gbozlemlemis olacaktir.

4.2.  JFET’lerde kendinden dngerilimlendirilmis (Self biasing) devreyi gozlemlemis
olacaktir.

4.3. JFET’lerde  gerilim boliciili  6n  gerilimlendirilmis  devreyi incelemis
olacaklar.

UYGULAMANIN YAPILISI:

BJT transistorlerin tam tersine FET'ler unipolar (tek kutuplu) olarak adlandirilirlar.
Ciinkii FET'in ¢aligmas1 sirasinda sadece tek bir tip yiik tastyicisi kullanilir. N kanalli JFET
transistorlerde gate-source gerilimi (Vgs) negatif oldugunda drain'den source'a bir iletim
gerceklesir. Vs gerilimi OV oldugunda G-D jonksiyonu ters polarize olur ve akim akmaz.

JFET transistorlerle ilgili ilging bir nokta da BJT'nin tam tersine ¢ikis akimi Ip giris
gerilimi Vgs tarafindan kontrol edilir. BJT emiteri ortak devreye geri dénersek ¢ikis akimi Ic
giris akimi Ig tarafindan kontrol edilir.

Sekil 1'de (Sekil 4' te yer alan kendinden 6n gerilimlendirilmis devrenin) ¢ikis akimi ID ile
giris gerilimi VGS arasindaki iliski goziikmektedir. Calisma noktasindaki akim ve gerilimi
hesaplayabilmek i¢in dncelikle 1D ve VGS'nin max olabilecegi degerlerin bilinmesi




gerekmektedir. Eger VGS = 0V ise, ID akimi max degerdedir ve IDSS olarak
adlandirilir.(Drain saturasyon akimi) Eger VGS gerilimi artirilirsa (negatif arttirilacak) bir
noktada ID akimi 0'a esit olacaktir. ID = 0 oldugu andaki VGS gerilimi VP (pinch-off
gerilimi) olarak adlandirilir.

*RS=VG-VGS
Q Burada VG=0
ID =IDSS*(1-VGS/\p) 2 ,/

-
VGs Vp
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ID=IDSS(1-VGS/Vp)*

Sekil - 2

(Calisma noktas1 anindaki akim ve gerilimi hesaplamak icin, Sekil 1'deki denklemlerin ayn1
anda ¢oziilmesi gerekmektedir. Sol taraftaki denklem transistoriin transfer denklemidir. Sag
taraftaki ise kendinden 6n gerilimlendirilmis JFET devresi i¢in yiik dogrusu denklemidir.

Sekil 2'de Sekil 5'te yer alan gerilim boliiciilii 6n gerilimlendirilmis devrenin transfer ve yiik
dogrusu denklemleri goziikmektedir. Bu devrede VP ve IDSS degerlerindeki degisimler bir
onceki devrede oldugunun tersine, ID akiminin fazla degisimine sebep olmamaktadir.




A. ISLEM BASAMAKLARI:

1. lpssve Vpdegerlerini bulabilmek igin asagidaki devreyi kurunuz.
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2. Ves= 0V (gate saseye baglanacak) iken Vrp gerilimini dl¢iiniiz. Ipss akimini
asagidaki formiilii kullanarak hesaplayiniz.

3. Vrop gerilimi OV (Rp direnci iizerinden gegen akim 0 olacak sekilde) olacak sekilde
Vs gerilimini ayarlayimiz. (Negatifligini artiriniz) Ip akimi 0 iken dlgiilen Vs gerilimi Vp’ye
esittir.

4. JFET kendinden 6n gerilimlendirilmis devreyi incelemek i¢in asagidaki devreyi
kurunuz.
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5. Vs, Vbs, Vro degerlerini 6l¢iip kaydediniz. Vrp degeri Ip akiminin hesaplanmast i¢in
kullanilacaktir.




6. JFET gerilim boliiciilii 6n gerilimlendirilmis devreyi incelemek i¢in asagidaki
devreyi kurunuz.

Sekil -5

7. Vas, VpsVe Vrp degerlerini 6l¢iip, kaydediniz.

B. SORULAR

1. Islem basamag 1'de yaptigimz dlgiimlerden faydalanarak Ipss ve Ve degerlerini

hesaplayiniz.
2. Sekil 4'deki devre i¢in ¢alisma noktasi anindaki Vs, Vps Ve Ip degerlerini
hesaplaymiz ve Tablo 1’e kaydediniz. Vgs ve Ip degerleri, Sekil 1'deki denklemlerin ayni

anda ¢oziimiiyle bulunacaktir. Hesapladiginiz degerlerle 6lgiim sonuglarini karsilagtiriniz.

3. Sekil 5'teki devre i¢in Soru 2'yi tekrar ediniz.

TABLO1
Sekil 4 “teki devre Sekil5’teki devre

Olgiim Hesaplamalara | Olgiim Sonuclarina Hesaplamalara

sonuglarina gore | gore gore gore




